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エピタキシャル PbTiO3自立薄膜共振子の GHz帯圧電特性 
Piezoelectricity of PTO epitaxial self-supporting thin film 
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1. まえがき 

Pb(ZrxTi1-x)O3(PZT)は電界をかけることで分

極反転が可能である。また PbTiO3スパッタエ

ピタキシャル薄膜の電気機械結合係数 kt2 は

28.7%であり、非常に大きい [1]。我々のグルー

プは PZT と PbTiO3(PTO)を交互にエピタキシ

ャル成長させ、抗電界を利用した周波数スイッ

チングを報告している[2]。しかしスイッチャ

ブルフィルタを実現するには薄膜自立構造が

必要となる。PZT エピ膜の下地として主に使わ

れる SrTiO3や SrRuO3基板は PZT と化学的性

質が非常に近いため、自立薄膜共振子の作製は

困難である。 

そこで本研究では MgO 基板上にエピタキシ

ャル PTO 薄膜を成長させ、MgO を熱リン酸水

溶液によってエッチングすることで、エピタキ

シャル PTO 薄膜自立薄膜を作製した。さらに

共振子を作製し、kt2を測定した。また、自立薄

膜共振子に DC 電界を印加しながら、kt2の測定

を行うことで、ヒステリシスを描いた。 

2. エピタキシャル PTO 自立薄膜共振子 

MgO 単結晶基板上に Au/PbTiO3/SRO/Pt を成

長し、基板付き薄膜共振子を作製し、測定した

変換損失と Mason の等価回路を用いて導出し

た理論値を比較することで kt2を推定した結果

24.8%と推定された。次に熱リン酸水溶液によ

る MgO 基板のエッチングによって自立薄膜を

作製し、共振反共振法によって kt2を測定した。

この際、寄生インダクタンスの影響は取り除い

る。取り除く前後の kt2 はそれぞれ 44.8%と

42.0%であった。次に自立薄膜共振子に DC 電

界（-10~+10V）を印加し、kt2の測定し、ヒステ

リシスの測定を行なった。Fig.1 に DC 電界を

印加した時のアドミタンスの絶対値を|Y|まと

める。DC 電界による|Y|の変化を確認できる。

次に測定したヒステリシスを Fig.2 に描く。DC

電界による kt2の変化が見られることが分かる。 

今後スイッチャブルフィルタなどの分極反

転デバイスへの応用が期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Experimental impedance and admittance  

of PbTiO3 self-supporting thin film. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 Hysteresis  
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